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１．はじめに 

薄化による VOC 向上とウェハ強度を両立す

る手段として格子状の厚い桟（Rib）を残した

構造のセル開発を進めている[1]。ここでは Rib

や格子のサイズがセル特性に及ぼす影響につ

いてシミュレーションを行ったので報告する。 

 

２．セル特性シミュレーション 

セル特性は ATLAS（SILVACO）を用いた二

次元シミュレーションにより解析した。Fig. 1

にシミュレーションに用いたセルの断面構造

を示す。結晶 Si（c-Si）基板には断面が矩形の

桟（Rib）が等間隔に入っており、基板の両面

にはヘテロ接合を形成するための a-Si:H 層、

電極が形成された構造になっている。Rib のピ

ッチ（WPitch）や幅（WRib），Rib 領域の面積比

（WRib/WPitch），c-Si 基板厚（TRib, TA）などの形

状因子や c-Si の表面再結合速度を変化させて、

セル特性を計算した。 

Fig. 2 は、TRib=280 m，TA=50 m，WPitch=10mm

一定として、Rib 幅 WRib を変化させたときの開

放電圧 VOC の計算結果の一例を示す。この結果

から、WRib/WPitch=0%（50 m フラット基板）か

ら 100%（280 mフラット基板）まで変えると、

VOCはほぼ直線的に減少することが分かる。し

たがって、Rib 幅の比率を 10％にしても VOCの

低下は、280 m フラット基板の低下分に対して

高々15％程度であることが分かる。 

また、WRib/WPitch が一定であれば、WPitch が

変わってもセル特性は大きく変化しないこと

も確認された。 

以上の結果と強度解析 [2] の結果を踏まえ

た最適設計を行えば、十分な強度を備えた薄基

板 Si セルの実現が可能であることが分かった。 
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Fig. 1．Simulation model for Rib structure cell. 

Fig. 2. Simulation results for VOC as a function 
of WRib/WPitch. 
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